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Механические, электрические, термодинамические и смачивающие свойст-

ва монотектических систем на основе Al, в которых легирующим элементом явля-

ется In, представляют интерес для различных областей промышленности и техники 

(микроэлектроники) [1,2]. Структурные изменения и улучшение физических 

свойств достигались при кристаллизации со скоростью охлаждения  106 К/с.  

Исследования проводили для быстрозатвердевших фольг сплавов Al - In с 

расчетной концентрацией индия до 5.55 ат. %. Элементный состав поверхности 

фольг изучали, используя метод РОР ионов He+ с Е0=1.7 МэВ и компьютерное мо-

делирование с помощью программ RUMP.  
Экспериментально обнаружено, что In распределен по всей толщине иссле-

дованных фольг неоднородно. Для всех фольг системы Al - In характерно увеличе-

ние в разы концентрации In на поверхности. Эффект максимальный при малых 

значениях индия в фольгах. Установлено небольшое отклонение (порядка 7 %) в 

сторону уменьшения значения расчетной концентрации по сравнению с измерен-

ной. 
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